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Sposdb oraz uklad do odczytu sygnatu informacji w drutowych
pamieciach magnetycznych

1

Przedmiotem wynalazku jest spos6b oraz uklad
do odczytu informacji w drutowych pamieciach ma-
gnetycznych wykorzystywany zwlaszcza w elektro-
mcznych maszynach cyfrowych.

Znane sg sposoby odczytu informacji w druto-
wych pamieciach magnetycznych polegajace na wy-
braniu odpowiedniej linii bitowej i doprowadzeniu
pradu stowa do odpowiednio wybranej linii slowa.
W wyniku przeplywu pradu w linii stowa w obe-
cnosci odpowiednio zapisanej linii bitowej, na jej
wyjsciu pojawi sie sygnat informacji w postaci- zré-
zniczkowanej a wiec bipolarnej odpowiedzi. Odczyt
tej informacji odbywa sig w czasie, w ktérym wy-
stepuje tylko cze$é unipolarna, to znaczy wykorzy-
stuje sie tylko te czeéé sygnalu odpowiedzi, ktéra
‘ma jeden znak polarncici.

Znane uklady odczytu informacji w pamieciach
drutowych magnetycznych oparte na opisanym wy-
ze} sposobie odczytu sygnatlu informacji zawieraja
takie elementy ukladu jak generator prgdu- slowa,
dekoder linii st6w, genherator pragdéw bitowych, adre-
'sator obwodéw bitowych, wzmacniacz odczytu oraz
rejestr informacji, w ktérym rejestracja sygnatow
odczytu reprezentujacych informacje logicznej ,,je-
dynki” lub logicznego ,zera” odbywa sie w czasie,
w’ ktorym wystepuje tylko cze$é sygnalu odczytu
o jednej polarno$ci, przy czym czas ten jest okres-
lany przednim zboczem impulsu pradu stowa. Opi-
sany sposOb odczytu i uklad do stosowania tego
sposobu zawarty jest miedzy innymi w publikacji
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‘ze byé powodem zaklécen pracy pamieci.

2
E. Nowaka i Z. Sawickiego pt. ,Pamieci maszyn
cyfrowych — konstrukcja i technologia”, WNT,

1977 r.

Wadg znanych sposobéw odczytu informacji i u-
kladéw stosujacych znane sposoby jest to, ze za-
pewniaja one malg energie sygnalu odczytu, co mo-
Z tego
wzgledu wymagajq one dodatkowych $rodkéw
zwiekszajacych niezawodno$é pracy pamieci, co
prowadzi do bardziej zlozonych ukladéw elektro-
nicznych i podraza koszt wykonania. ‘

Istote wynalazku stanowi sposéb odczytu sygna-
lu informacji polegajgcy na tym, ze pochodzacy
z linii obwodu bitowego bipolarny sygnal odczytu
formuje sie i nastepnie czyta w czasie, ktéremu
odpowiada odcinek, gdzie obie lgczgce czeSci bipo-
larnego sygnalu odczytu przyjmuja jednakowy kie-
runek zmiany. Bipolarny sygnal odczytu przed od-
czytem formuje sie¢ w symetrycznym ukladzie roéz-

micowym z réwnolegla pojemnoscia, na wejsciu ro-

Znicowego wzmacniacza odczytu i nastepnie stro-
buje sie tylnym zboczem impulsu pradu slowa
w dowolnym miejscu odcinka czasu w zakresie,
gdzie obie czesci bipolarnego sygnalu odczytu przyj-
muja jednakowy kierunek zmiany. W ten spos6b
odczyt informacji odbywa sie z wykorzystaniem
calego sygnalu bipolarnego, co pozwala na uzyska-
nie podwyzszonego poziomu energetycznego odczy-
tywanego sygnalu informacji reprezentujgcego lo-
giczng ,jedynke” i logiczne ,zero”. Dzieki temu,
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wystepujace pewne niesymetrie warstwy magne-
tycznej w komérce pamieciowej, powodujgce nie-
symetrie bipolarnych amplitud odczytywanego sy-
gnalu, nie wplywaja na zmiane sumarycznego po-
tencjalu energetycznego reprezentujacego odczyty-
wang informacje logicznej ,,jedynki” lub logicznego
,zera”.

Korzystng cecha sposobu wedlug wynalazku jest ~

to, ze w obwodach_linii bitowych stany przejéci(_)we

W postaci energii biernej, w szczegélnosei po zakon-

czeniu cyklu mikrooperacji zapisu, maja ograni-
czony wplyw na zmiane sumarycznego potencjalu

Bl ergetycznego reprezentujacego odczytywang in- -

;tormacje Kolejng' ceche stanowi zwigkszenie efek-

tywnego przedzxalu czasu, w Ktéorym wystepowaé .

‘moze . detekcja wartoéci logicznej odczytywanego
sygnalu za poéredhictwem impulsu strobujacego.
Szeroko$é tego przedzialu moze by¢é dobierana op-
tymalnie ze wzgledu na poziom energetyczny efek-
tywnego sygnalu odczytu za posrednictwem czasu
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trwania impulsu_pradu podawanego do wybranej - -

linii slowa. Wymienione cechy zgodne z wynalaz-
kiem upraszczaJa konstrukcje 1 zwiekszaja znacz-
nie niezawodno$é dzialania pam1¢c1 :

Uklad odczytu sygnatu informacji wedlug wyna-
lazku zawiera uklad dopasowania obwodéw, ktére-
go pierwsze wejscie polgczone jest z wyjsciem ge-
neratora pradéw bitowych, drugie wejscie polgczo-
ne jest z wyj$ciem rozgaleznika obwodéw bitowych,
za$ jego wyjScie polaczone jest z werc1em ukladu
detekcji sygnalu odczytu.

W ukladzie wedlug wynalazku generator pradéw
bitowych posiada niezalezne wejécia dla sygnalu
PISZ i dwa niezalezne ‘wejécia dla sygnaléw ste-
rujacych, . stanowiace wejécia  trzech . ukladow
NAND, w ktérych wyjscia dwéch ukladéw steru-
"jacych polgczone sg odpowiednio przez dwa rezy-
story. z emiterem tranzystora, ktérego baza jest po-
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laczona z wyjSciem trzeciego ukladu NAND maja- g

cego weJ$c1e dla- sygnatu PISZ i przez regulujacy
amphtude pradu b1towego regulowany rezystor,
Z'masa oraz przez rezystor. z kolektorem, ktéry po-
laczony jest ze Zrédiem pradu statego. Jednocze$-

(1]

Vme wspommany ‘kolektor -tranzystora jest polgczo- .:

ny z anoda jednej z dwu diod polgczonych szere-
BOWO W sposodb przewodzacy, za$ katoda drugiej dio-
dy . jest polgczona przez rezystor ze zlaczonymi ra-
zem kolektoram1 ‘dwbéch tranzystoréw ktérych ba-
2y .53 . polaczone odpow1edmo z. dwoma wascxaml
‘uktad6w. steru:acych a emltery ‘stanowigce’ wyj-
$cie generatora sg polqczone odpow1edmo przez dwa
rezystoryzmasa o

W ukladzie wedlug. wynalazku uklad dopasowa-
‘hia obwodéw i formowania sygnalu odczytu posia-
da wejscie dla pragdéw bitowych polaczone Z ano-
dami dwéch diod, ktérych katody sa polaczone z sy-
metrycznym we]§c1em dla blpolarnych sygnaiéw
odczytu, przy czym. katoda pierwszej dlody jest
polaczona” z pierwszym wyprowadzeniem konden-
satora laczacego réwnolegle wejscie dla bipolar-
nych sygnaléw odczytu, pierwszym wyprowadze-
niem kondensatora pierwszego dWOJnlka.CR i pier-
wszym wyprowadzeniem pierwszego rezystora. ig-
czacego wyjscie dla bipolarnych sygnaléw odczytu
ze Zrédlem pradu’ stalego. Natomiast katoda drugiej
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diody polgczona jest z drugim wyprowadzeniem
kondensatora laczacego réwnolegle wejscia dla bi-
polarnych sygnaléw odezytu, pierwszym wyprowa-
dzeniem kondensatora drugiego dwéjnika CR i pier-
wszym wyprowadzenjem drugiego re.zystora tczy-
cego-wejécie dla‘ bipolarnych sygnaléw odczytu ze
zrédlem prgdu stalego przy czym drugie ‘wypro-
wadzenia rezystorow sa razem zlgczone i polaczone
ze 7rédlem pradu stalego. Drugie wyprowadzeme
kondensatora pierwszego dwéjnika ER“.VSta‘nowiace
pierwsze wyprowadzenie wyj$cia ukladu oraz dru-
gie wyprowadzenie kondensatora drugiego dwoéjni-
ka stanow1ace drugle wyprowadzenie -wyjscia sa
polaczone odpowiednio przez dwa rezystory z ma-

.$3.” W. ukladzie weédlug wynalazku uklad detekcji

sygnatlu odczytu posiada wej$cie; na ktére przykla-
dany jest.impuls slowa, polaczone priez kondensa-
tor z katoda przewodzgco-spolaryzowanej diody
i przez rezystor z masg, natomiast anoda diody jest
polaczona przez rezystor z wejsciem ukiadu NAND,

-ktére jednoczednie jest polgczone przez drugi re-

zystor ze zZrédlem pradu stalego i katode drugiej
diody majacej anodg polaczong z masa, przy czym
wyjscie ukladu NAND stanowi  wyjécie ukladu ge-
nerujgcego sygnal strobowania.

Przedmiot wynalazku uwidoczniono w przykla-
dzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przed-
stawia schemat blokowy podstawowego uktadu, fig.

- ..2 schemat ideowy generatora prgdéw bitowych, fig.
30

3 schemat ideowy ukladu dopasowania obwodéw,

‘a fig. 4 schemat ideowy ukladu detekcji sygnalu

odczytu.

W ukladzie przedstawionym na fig. 1 uwidocz-
niony jest sposéb polgczenia ukladu dopasowania
ocbwodéw UDO z generatorem. .praddéw ‘bitowych
GPB, ukladem detekcji sygnaléw UDS i z rozgale-

#nikiem . obwodéw b1towych ROB. Uklad generatora

pradéow bitowych GPB przedstawmny na f.lg 2 za-
wiera trzy. mezalezne wejscia, Jedno ‘dla sygnalu
rozkazu PISZ i dwa dla sygnalow sterujacych kto-
re sa wejSciami.trzech mezaleznych ukladéw NAND

J1, 32 i J3. Wyjscie ukladu J1 jest polaczone z baza

tranzystora T3 oraz poprzez regulowany rezystor
R7 z masg, a takze przez rezystor R6 z kolektorem
tranzystora T3, ktérego emiter poprzez rezystory
R1 i R2 polaczony jest z wyjsciami ukladow NAND
J2 i J3, ktore Jednoczesme polgczone sg odpow1ed-

nio z.-bazami tranzystoréw Tl i T2. Kolektory tran-

zystorow T1 i T2 zlgczone razem, sa polaczone po-
przez rezystor R3 i poprzez dwie diody D1 i D2,
z kolektorem tranzystora T3 i frodiem- pradu sta-

lego +V1, natomiast ich emltery stanowmce wyj-

Scie ukladu generatora polaczone s3 odpowmdmo

‘przez rezystory R5 i R6 z masa.

. W ukladzie tym sygnat rozkazu PISZ podany na
wejSciu ukladu J1 NAND powoduje przekazanie
potencjatu Zr6édla +V1 na- emiter. tranzystora T3
pracujgcego w ukladzie wtdérnika .emiterowego.

Dzieki temu uklady J2 i J3 NAND otrzymujg po-

przez rezystory R1 i R2 potencjal réwny w przy-
blizeniu +V1. Zasilanie tych ukladéw wynosi OV
w czasie gdy brak jest sygnalu rozkazu PISZ na
wejsciu ukladu J1 NAND. W koincydencji z sygna-
lem rozkazu PISZ podawane s3 na wejciu ukla-
déw J2 i J3 NAND impulsy napigciowe, powodu-
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“ju¢ poprzeéz wiyjscia ukladéw J2 i J3$ NAND wyste-
-‘rewahie bdz {ronzystorow T1 i T2, kKtére sg wpro-

wadzone'w stan przewodzenia otwreranc droge dla

" prdadu plynacege. ze.zrodla “+V1. poprzez diddy: D1,
- D2, tezystar R3, “kolektory. «i’ emitery tranzystoréw
. T1 i T2 do wyjbcia ukladigeneratora.

: Regilacja amplitudy: pradu: wyj§ciowego odbywa

gie pukez .dqbér. .odpowiedniej wartosci potencjatu

jaki-osigga ‘emiter tranzystora T3 .w czasie trwania

wsygnatu PISZ. Osigga sie to. przez zmiang .poten-

-gjalw bazy tranzystora T3 przy pomiocy.zmiany war-

- toéci rezystora .RT7.. Uklad:'dopascwania obwodéw
sUDO ptzedstawiony na. fig. 3 zawiera symetryczny

uklad rézniddwy posiadajacy na. wejsciu dla pradow

- bitowych :diody. D3 i D4, ktére -s3 spolaryzowane

poprzez rezystory R10 i R11 ze Zrodlem +V2. Ka-
tody diod D3 i D4 zbocznikowane kondensatorem
C4 stanowig wejscie dla bipolarnych sygnalow bi-
towych przychodzacych z rozgaleznika ROB. Do ka-
tod diod D3 i D4 dolaczone sa dwa obwody rézni-
czkujace C1R8 i C2ZRY, z wyjscia ktérych podawa-
ny jest sygnal do ukladu detekcji sygnatu UDS.

Diody D3 i D4 odcinaja uklad dopasowania ob-
wodow UDO od ukladu GPB w czasie operacji od-
czytu. Zachodzi to dzieki temu, Ze poiencjat V2
jest wiekszy od potencjalu baz tranzystorow T1
i T2 ukladu GPB. Potencjal tych baz w czasie ope-
racji odczytu wynoesi ckolo OV, poniewaz uklady
J2 i J3 NAND w tym czasie przewodza prad ze
zrdédla +V1. W czasie cperacji edczytu wzmacniacz
sygnalow odczytu WSO jest sprzezony z wybrang
linia bitowa za posrednictwem kondensatoréw C1
i €2, ktoérych zadaniem jest odfiltrowanie sklado-
wej stalej wystepujacej w weztach A i B. Zastoso-
wanie kondensatora €4 powoduje oslabienie rézni-
czkujgcego dzialania kondensatoréw C1 i C2 na sy-
gnal odczytu.

Uktad detekcji sygnatow UDS przedstawiony na
fig. 4 zawiera na wejéciu kondensatora C5, ktory

'z jednej strony polgczony jest z generatorem prag-

du stowa GPS i dekoderem linii stow DLS, a z dru-
gicj przez rezystor R12 do masy i z diodg D5 spo-
laryzowang przewodowo poprzez polgczone szere-
gowo rezystory R13 i R14 ze zr6édlem V3. Wezel
laczgcy rezystory R13 i R14 jest polgczony z jednej
strony poprzez diode D6 odwrotnie spolaryzowang
do masy i z drugiej strony z wejSciem ukladu
NAND J4. Wyjscie ukladu J4 jest polaczone z wej-
Sciem linii opoézniajacej LO, ktorej wyjscie jest
polgczone z wejsciem T przerzutnika P. Wejscie D
przerzutnika P jest polgczone z wyjsciem wzmac-
niacza odczytu WSO, natomiast wyjscie przerzut-
nika P stanowi wyjScie Wy ukladu detekcji sygna-
16w UDS. W ukladzie detekcji sygnaléw UDS w cza-
sie operacji CZYTAJ, z generatora pradu slowa
GPS zostaje przestany impuls prgdu za posrednict-
wem dekodera linii stéw DLS do obwodu wybra-
nej linii stowa. W konsekwencji tego w obwodzie
bilowym zostanie wytworzony sygnatl bipolarny od-
czytu, ktéry zostaje odczytany przez wzmacniacz
odczytu WSO, a nastepnie podany na wejscie ,,D”
przerzutnika P, stanowigcego ogniwo rejestru in-
formacji wyjsciowej. Wpisanie sygnalu informacji
odczytanej do rejestru P odbywa sie za poérednic-
twem impulsu strobujgcego podawanego na wejécie

10 -

15 -

20

25

30

35

55

"6

i, T przerzutnika - P. Zrédlem impulsu strobu‘jest

+tylne “zbocze 1mpulsu pradu stowa  z generatora
GPS. Tylne zbocze tego napigcia ‘dostarcza impuls
strobowama poprzez ‘ukiad: rézmczkujqcy C5, R12,

" 5. diodé D5 braz rezyster tRls na wejscie ukladu J4

‘NAND'i przez linie- opézmajaca LO na wejscie ,,T”
przf\rztttmka P e

FaKie rozwigzanie ukle{du -genracji strobu i ukla-
" dii detekcji sygnaléw odezytu umozliwia wykorzy-
stanle energii -sygnalu odezytu ukazujgcej si¢ na
weJ:cau wzmacniacza odczytu’ WSO skumulowanej
z- obydwu -bipolarnych- impulséw sygnatu odczytu
reprezentujacych. odczytang informacje jednobito-
Zastrzezenia patentowe

~ " 1. Sposéb ‘odezytu- informacji ‘w drutowych pa-

mieciach magnetycznych, znamienny tym, ze po-
chodzgcy z linii obwodu bitowego bipolarny syg-
nat odczytu formuje sie i czyta w czasie, ktéremu
odpowiada odcinek, gdzie obie 1gczace sie czeSci bi-
polarnego sygnalu odczytu przyjmujg jednakowy
kierunek zmiany.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze
bipolarny sygnal odczytu przed odczytem formuje
si¢ w symetrycznym ukladzie réznicowym z réw-
nolegly pojemno$cig, na wej$ciu réznicowego wzma-
cniacza odczytu.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze
sygnal odczytu strobuje sie tylnym zboczem im-
pulsu pradu stowa usytuowanym w dowolnym miej-
scu odcinka czasu w zakresie, gdzie obie czeSci bi-
polarnego sygnalu odczytu przyjmujg jednakowy
kierunek zmiany.

4. Uklad do odczytu sygnalu informacji w dru-
towych pamieciach magnetycznych znamienny tym,
ze zawiera uklad (UDQ) dopasowania obwodow, kt6-
rego pierwsze wejScie jest polgczone z wyjsciem
generatora (GPB) pradéw bitowych, drugie wejscie
jest polaczone z wyjsciem rozgaleznika (ROB) ob-
wodéw bitowych, za§ jego wyjscie jest polaczone
z wejSciem ukladu (UDS) detekcji sygnatu odczy-
tu.

5. Uklad wedlug zastrz. 4, znamienny tym, ze
generator (GPB) pradéw bitowych posiada nieza-
lezne wejécie dla sygnalu PISZ i dwa niezalezne
wejicia dla sygnaldw sterujacych stanowigce nie-
zalezne wejscia trzech ukladéw NAND, w ktérych
wyjécie ukladu (J2) NAND i wyjécie ukladu (J3)
NAND bedgce ukladami sterujacymi, sg polgczo-
ne odpowiednio przez rezystory (R1) i (R2) z emi-
terem tranzystora (T3), ktérego baza jest polaczona
z wyjéciem ukladu (J1) majacego wejscie dla syg-
natu PISZ, i przez regulujacy amplitude pradu bi-
towego, regulowany rezystor (R7) z masg, oraz przez
rezystor (R6) z kolektorem tranzystora (T3), ktéry
jest polaczony ze zrédlem (+V1) pradu stalego i je-
dnoczeénie z anodg dicdy (D1) polaczonej swojg
katodg z anoda diody (D2) majacej swoja katode
polaczong przez rezystor (R3) ze zlgczonymi razem
kolektorami tranzystoréw (T1) i (T2), ktérych bazy
sg polaczone odpowiednio z wyjSciami ukladéw
(J2), (I3) sterujacych, a ich emitery stanowiace
wyjécie generatora sa polagczone odpowiednio przez
rezystory (R5) i (R4) z masg.
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6. Ukiad wedlug zastrz. 4, zmaspienny tym, Ze
ukiad (UDO) dopasowania obwodéw i formowamia
sygnalu odczytu posiada wejScie dia praddéw bito-
wych polaczane z anodami died (D3) i {D4), ki6rych
katody sq polgczone z symetrycznymn wejfciem dla
bipolarnych sygnatéw odczytu, przy czym katoda
diody (D3) jest polaczona z pierwszym wyprewa-
dzeniem kandensatora (C4), pierwszym wyprowa-
dzeniem kondensatora (C1) i pierwszym wyprowa-
dzeniem rezysiora (R18), natomiast katoda diody
{D4) jest polacrona z drugim wyprowadzeniem ken-
densatora (C4), pierwszym wyprowadzeniem kon-
densatora {C2) i pierwszym wyprowadzeniem re-
zystora (R11), przy czym drugie wyprowadzenia re-
zystoré6w (R10) i (R11) sa razem zljczone i polaczo-
prowadzenie kondensatora (C1) stanowigce pierw-
sze wyprowadzenie wyjscia ukladu oraz drugie wy-

10

prowadzenie kondensatora (C2) stanowiace drugie
wyprowadzenie wyjfcia nkladu s polgezone od-
powiednio przezr rezystory (R8) i (R9) z mas3.

7. Ukiad wediug zasirz. 4, znamienny tym, ze
ukiad (UDS) debekcji sygnatu edczytu posiada wej-
§cie, na ktoére jest przykladany z generatora pradu
slowa impwls pradu stowa, polgezone przez kon-
densator (C5) z katodg przewedzqco-spolaryzowanej
diody (B5) i przez rezystor (R12) z masg, natomiast
anoda diody (D5) jest polgczona przez rezystor
(R13) z wejsciem ukiadu (34) NAND, a jednoczednie
przez rezystor (Bl4) ze irddiem (+V3) pradu sta-
fego i katoda diody (D$) majacej anode polyczona
Z masg, przy czym wyjcie uikdadu (J4) NAND sta-
nowi wyiicie ukladu generujgcego sygnat strobo-
wania.
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